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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第1及び第2基板と；透明な第1導電層と不透明な第2導電層が積層された二重構造にて前
記第1基板上に形成されたゲートラインと；前記ゲートラインの上の第1絶縁膜と；前記ゲ
ートラインと交差して画素領域を画成するデータラインと；前記ゲートライン及びデータ
ラインと接続された薄膜トランジスターと；前記画素領域に前記第1導電層で形成された
画素電極と；ゲート絶縁膜を間に置きゲートラインと重なってストリッジキャパシターを
形成するストリッジ上部電極と；前記薄膜トランジスターの上の第2絶縁膜から前記第1絶
縁膜まで貫通して、前記画素電極を露出させる透過ホールと；前記透過ホールのエッジ部
を通じて露出された前記薄膜トランジスターのドレイン電極及びストリッジ上部電極を前
記画素電極と接続させる反射電極と；前記ゲートラインの第1導電層から伸長されたゲー
トパッドと；前記第1導電層で形成されデータリンクを通じて前記データラインと接続さ
れたデータパッドと；前記第1及び第2基板間の液晶層を備え；前記第1及び第2絶縁膜は前
記ゲートパッド及びデータパッド領域から除去されていることを特徴とする液晶表示装置
。
【請求項２】
　前記薄膜トランジスターと前記第2絶縁膜との間の第3絶縁膜をさらに備えることを特徴
とする請求項1に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記第3絶縁膜は、無機絶縁物質で形成されたことを特徴とする請求項2に記載の液晶表
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示装置。
【請求項４】
　前記透過ホールは、第3絶縁膜を貫通することを特徴とする請求項2に記載の液晶表示装
置。
【請求項５】
　前記第2絶縁膜は、有機絶縁膜で形成されたことを特徴とする請求項1に記載の液晶表示
装置。
【請求項６】
　前記第2絶縁膜及びデータラインと、第1絶縁膜を貫通して、前記データラインの末端部
分と重なるデータリンクを露出させる第1コンタクトホールと；前記第1コンタクトホール
を通じて前記データラインと側面接続されるとともに、前記データリンクと面接続された
第1コンタクト電極をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記第1コンタクト電極は、前記反射電極と同一の金属で形成されたことを特徴とする
請求項6に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記第１コンタクト電極は、シーリング材により密封される領域に形成されたことを特
徴とする請求項6に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記反射電極及び前記第1コンタクト電極は、AlNd及びMoの二重層構造で形成されたこ
とを特徴とする請求項6に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記ゲートライン及びデータラインのうち、いずれか一つと接続された静電気防止素子
をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
【請求項１１】
　前記静電気防止素子は、前記ゲートライン及びデータラインのうち、いずれか一つと接
続された第2薄膜トランジスター；前記第2薄膜トランジスターのゲート電極及びソース電
極の間にダイオード形態で接続された第3薄膜トランジスターと；前記第2薄膜トランジス
ターのゲート電極及びドレイン電極の間にダイオード形態で接続された第4薄膜トランジ
スターと；第2コンタクトホールを通じて前記第3薄膜トランジスターのソース電極及びゲ
ート電極を接続させる第2コンタクト電極と；第3コンタクトホールを通じて前記第3また
は第4薄膜トランジスターのドレイン電極と前記第2薄膜トランジスターのゲート電極を接
続させる第3コンタクト電極と；第4コンタクトホールを通じて前記第4薄膜トランジスタ
ーのソース電極及びゲート電極を接続させる第4コンタクト電極を備えることを特徴とす
る請求項10に記載の液晶表示装置。
【請求項１２】
　前記第2乃至第4薄膜トランジスターのゲート電極は、前記ゲートラインのように二重層
構造で形成されたことを特徴とする請求項11に記載の液晶表示装置。
【請求項１３】
　前記第2乃至第4コンタクト電極は、前記反射電極と同一の金属で形成されたことを特徴
とする請求項11に記載の液晶表示装置。
【請求項１４】
　前記第2乃至第4コンタクトホールは、前記第2絶縁膜から前記ソース電極またはドレイ
ン電極と半導体パターン、前記第1絶縁膜と前記ゲート電極の第2導電層まで貫通して、前
記ゲート電極の第1導電層を露出させることを特徴とする請求項11に記載の液晶表示装置
。
【請求項１５】
　前記第2乃至第4コンタクト電極は、シーリング材により密封される領域に形成されたこ
とを特徴とする請求項11に記載の液晶表示装置。
【請求項１６】



(3) JP 4268956 B2 2009.5.27

10

20

30

40

50

　前記反射電極と、第2乃至第4コンタクト電極は、AlNd及びMoの二重層構造で形成された
ことを特徴とする請求項11に記載の液晶表示装置。
【請求項１７】
　前記第2絶縁膜は、エンボッシング表面を有することを特徴とする請求項1に記載の液晶
表示装置。
【請求項１８】
　前記反射電極は、エンボシング表面を有することを特徴とする請求項17に記載の液晶表
示装置。
【請求項１９】
　第1及び第2基板を設ける段階と；第１マスクを利用して透明な第1導電層と不透明な第2
導電層が積層された二重構造を有するゲートライン及びゲート電極と、前記第1導電層を
有する画素電極を形成する段階と；前記ライン及び電極の上に第1絶縁膜を形成する段階
と；第2マスクを利用して前記第1絶縁膜の上に半導体パターンを形成すると共に、データ
ライン、ソース電極、ドレイン電極、ストリッジ上部電極を含むソース／ドレインパター
ンを形成する段階と；第3マスクを利用して前記ソース／ドレインパターンの上に第2絶縁
膜を形成し、前記第2絶縁膜から前記第1絶縁膜まで貫通する透過ホールを透過領域に形成
する段階と；第4マスクを利用して前記透過ホールを通じて前記ドレイン電極及びストリ
ッジ上部電極を前記画素電極と接続させる反射電極を反射領域に形成する段階と；前記第
1及び第2基板の間に液晶層を形成する段階とを含むことを特徴とする液晶表示装置の製造
方法。
【請求項２０】
　前記データラインは、前記半導体パターンの一部と重なることを特徴とする請求項19に
記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項２１】
　前記反射領域は、前記画素電極の一部分と重なることを特徴とする請求項20に記載の液
晶表示装置の製造方法。
【請求項２２】
　前記第2絶縁膜を形成する以前に、第3絶縁膜を形成する段階をさらに含むことを特徴と
する請求項19に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項２３】
　前記第3絶縁膜は、無機絶縁物質で形成されたことを特徴とする請求項22に記載の液晶
表示装置の製造方法。
【請求項２４】
　前記透過ホールは、前記第3絶縁膜を貫通するように形成されたことを特徴とする請求
項22に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項２５】
　前記第2絶縁膜は、有機絶縁物質で形成されたことを特徴とする請求項19に記載の液晶
表示装置の製造方法。
【請求項２６】
　前記第1マスクを利用して、前記ゲートラインの第1導電層から伸長されたゲートパッド
と、前記データラインと接続されるデータパッドを形成する段階と；前記第3マスクを利
用して、前記ゲートパッド及びデータパッドが形成されたパッド領域で前記第1及び第2絶
縁膜を除去する段階とをさらに含むことを特徴とする請求項19に記載の液晶表示装置の製
造方法。
【請求項２７】
　前記ゲートパッド及びデータパッドは、同一の構造を有することを特徴とする請求項26
に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項２８】
　前記第1マスクを利用して、前記データパッドから伸長されて、前記データラインの末
端部分と重なるデータリンクを形成する段階と；前記第3マスクを利用して第2絶縁膜から
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前記データラインを経由して前記第1絶縁膜まで貫通して、前記データリンクを露出させ
る第1コンタクトホールを形成する段階と；前記第4マスクを利用して前記第1コンタクト
ホールを通じて前記データライン及びデータリンクを接続させる第1コンタクト電極を形
成する段階とをさらに含むことを特徴とする請求項26に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項２９】
　前記第1コンタクト電極は、シーリング材により密封される領域に形成されたことを特
徴とする請求項28に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項３０】
　前記反射電極及び第1コンタクト電極は、AlNd及びMoの二重層構造で形成されたことを
特徴とする請求項28に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項３１】
　前記ゲートライン及びデータラインのうち、いずれ一つと接続された第2薄膜トランジ
スター、前記第2薄膜トランジスターのゲート電極及びソース電極の間にダイオード形態
で接続された第3薄膜トランジスター、前記第2薄膜トランジスターのゲート電極及びドレ
イン電極の間にダイオード形態で接続された第4薄膜トランジスターを含む静電気防止素
子を形成する段階をさらに含むことを特徴とする請求項19に記載の液晶表示装置の製造方
法。
【請求項３２】
　前記静電気防止素子を形成する段階は、前記第1マスクを利用して前記二重構造を有す
る前記第2乃至第4薄膜トランジスターのゲート電極を形成する段階と；前記第2マスクを
利用して前記第1絶縁膜の上に前記第2乃至第4薄膜トランジスターの半導体パターンとソ
ース電極及びドレイン電極を形成する段階と；前記第3マスクを利用して第2乃至第4コン
タクトホールを形成する段階と；前記第4マスクを利用して第2乃至第4コンタクト電極を
形成する段階とを含むことを特徴とする請求項31に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項３３】
　前記第2コンタクトホールは、前記第３薄膜トランジスターのゲート電極及びソース電
極の重畳部に形成されたことを特徴とする請求項32に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項３４】
　前記第3コンタクトホールは、前記第3または第4薄膜トランジスターのドレイン電極と
、前記第2薄膜トランジスターのゲート電極との重畳部に形成されたことを特徴とする請
求項32に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項３５】
　前記第4コンタクトホールは、前記第4薄膜トランジスターのソース電極及びゲート電極
の重なる部分に形成されたことを特徴とする請求項32に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項３６】
　前記第2コンタクト電極は、前記第2コンタクトホールを通じて前記第3薄膜トランジス
ターのソース電極及びゲート電極を接続させることを特徴とする請求項32に記載の液晶表
示装置の製造方法。
【請求項３７】
　前記第3コンタクト電極は、前記第3コンタクトホールを通じて前記第3または第4薄膜ト
ランジスターのドレイン電極と、前記第2薄膜トランジスターゲート電極とを接続させる
ことを特徴とする請求項32に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項３８】
　前記第4コンタクト電極は、前記第4コンタクトホールを通じて、前記第4薄膜トランジ
スターのソース電極及びゲート電極を接続させることを特徴とする請求項32に記載の液晶
表示装置の製造方法。
【請求項３９】
　前記第2乃至第4コンタクト電極は、シーリング材により密封される領域に形成されたこ
とを特徴とする請求項32に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項４０】
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　前記反射電極と前記第2乃至第4コンタクト電極は、AlNd及びMoの二重層構造で形成され
たことを特徴とする請求項32に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項４１】
　前記第2絶縁膜は、エンボッシング表面を有することを特徴とする請求項19に記載の液
晶表示装置の製造方法。
【請求項４２】
　前記反射電極は、前記第２絶縁膜に対応してエンボッシング表面を有することを特徴と
する請求項41に記載の液晶表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置に関し、特にその製造工程を単純化し得る液晶表示装置及びその
製造法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、バックライトユニット(Back　light　unit)から入射された光を利用
して画像を表示する透過型と、自然光のような外部光を反射させるによって画像を表示す
る反射型とに大別される。透過型はバックライトユニットの電力消耗が多く、反射型は外
部光に依存することにより、暗い環境では画像を表示し得ない問題点がある。
【０００３】
　このような問題点を解決するために、バックライトユニットを利用する透過モードと外
部光を利用する反射モードとが選択可能な半透過型液晶表示装置が出現した。半透過型液
晶表示装置は、外部光が充分であれば反射モードに、不充分であればバックライトユニッ
トを利用した透過モードに動作するようになるため、透過型より消費電力を減らすことが
できると共に、反射型とは相違に外部光の制約を受けないようになる。
【０００４】
　一般的に、半透過型液晶パネルは、図1に図示されたように、液晶層(図示なし)を間に
置いて接合されたカラーフィルター基板及び薄膜トランジスター基板と、薄膜トランジス
ター基板の後部に配置されたバックライトユニット60とを備える。このような半透過型液
晶パネルの各画素は、反射電極28が形成された反射領域と、反射電極28が形成されていな
い透過領域とに区分される。
【０００５】
　カラーフィルター基板は、上部基板52の上に形成されたブラックマトリックス(図示な
し)及びカラーフィルター54、それらの上に積層された共通電極56及び配向膜(図示なし)
で構成される。
【０００６】
　薄膜トランジスター基板は、下部基板2の上に形成されて、各画素領域を画成するゲー
トライン4及びデーターライン(図示なし)、ゲートライン4及びデーターラインと接続され
た薄膜トランジスター、画素領域に形成されて薄膜トランジスターと接続された画素電極
32、各画素の反射領域に形成され画素電極32と重なる反射電極28を備える。
【０００７】
　薄膜トランジスターは、ゲートライン4と接続されたゲート電極6、データーラインと接
続されたソース電極16、ソース電極16と対向するドレイン電極18、ゲート電極6とゲート
絶縁膜8の間にはさみ込まれ、かつ重なって、ソース及びドレイン電極16,18の間のチャン
ネルを形成する活性層10、その活性層10とソース及びドレイン電極16,18とのオーミック
接触のためのオーミック接触層12を備える。このような薄膜トランジスターは、ゲートラ
イン４のスキャン信号に応答して、データーライン上のビデオ信号が画素電極32に印加さ
れて維持されるようにする。
【０００８】
　反射電極28は、カラーフィルター基板を通じて入射された外部光をカラーフィルター基
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板の方に反射させる。この際、反射電極28の下に形成された有機膜24の表面がエンボッシ
ング(Embossing)形状を有し、その上の反射電極28もエンボッシング形状を有することに
よって散乱効果で反射効率が増大される。
【０００９】
　画素電極32は、薄膜トランジスターを通じて供給された画素信号により、共通電極56と
の間に電位差を発生させる。この電位差により誘電異方性を有する液晶が回転して、反射
領域と透過領域各々の液晶層を経由する光の透過率を調節することによって、前記ビデオ
信号により輝度が変化される。
【００１０】
　この場合、反射領域と透過領域において、液晶層を経由する光の経路の長さが同一にな
るように、透過領域において、相対的に厚い有機膜24に透過ホール36を形成するようにな
る。その結果、反射領域に入射された周辺光、即ち、反射光RLが液晶層の内で液晶層→反
射電極28→液晶層を経由する経路と、透過領域に入射されたバックライトユニット60の透
過光TLが液晶層を経由する経路との長さが同一であることにより、反射モードと透過モー
ドとの透過効率が同じようになる。
【００１１】
　そして、薄膜トランジスター基板は、画素電極32に供給されたビデオ信号を安定に維持
させるために、画素電極32と接続されたストリッジキャパシターをさらに備える。ストリ
ッジキャパシターは画素電極32と接続されたストリッジ上部電極20がゲートライン4とゲ
ート絶縁膜8の間にはさみ込まれ、かつ重なることによって形成される。ストリッジ上部
電極20の下には、工程上オーミック接触層12及び活性層10がさらに重なる。
【００１２】
　また、薄膜トランジスター基板は、薄膜トランジスターと有機膜24との間の第1保護膜2
2、有機膜24と反射電極28との間の第2保護膜26、反射電極28と画素電極32との間の第3保
護膜30をさらに備えている。これによって、画素電極32は第1乃至第3保護膜22,26,30と有
機膜24及び反射電極28を貫通する第1及び第2コンタクトホール34,38各々を通じて、ドレ
イン電極18及びストリッジ上部電極20と接続される。
【００１３】
　このような半透過型液晶パネルにおいて、薄膜トランジスター基板は、半導体工程を含
むと共に、多数のマスク工程を必要とすることになり、製造工程が複雑となるため、液晶
パネルの製造単価の上昇の重要な原因になっている。
【００１４】
　以下、半透過型薄膜トランジスター基板の製造方法を図2a乃至図2fを参照して説明する
。
【００１５】
　図2aを参照すると、第1マスク工程を利用して、下部基板2上にゲートライン４、ゲート
電極6を含むゲートパターンが形成される。
【００１６】
　下部基板2上にスパッタリング方法などの蒸着方法によりゲート金属層が形成される。
続いて、第1マスクを利用したフォトリソグラフィ工程とエッチング工程によってゲート
金属層がパターニングされることにより、ゲートライン4、ゲート電極8を含むゲートパタ
ーンが形成される。ゲート金属層としては、Al、Mo、Cr等の金属の単一層または二重層構
造が利用される。
【００１７】
　図2bを参照すると、ゲートパターンが形成された基板2上にゲート絶縁膜8が形成される
とともに、その上に第2マスク工程で活性層10及びオーミック接触層12を含む半導体パタ
ーンと；データーライン、ソース電極16、ドレイン電極18、およびストリッジ上部電極20
を含むソース／ドレインパターンとが積層される。
【００１８】
　ゲートパターンが形成された下部電極2上にPECVD、スパッタリングなどの蒸着方法によ
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り、ゲート絶縁膜8、非晶質シリコン層、不純物がドーピングされた非晶質シリコン層、
そして、ソース／ドレイン金属層が順に形成される。ゲート絶縁膜8としては、酸化シリ
コン（SiOx）または窒化シリコン（SiNｘ）などのような無機絶縁物質が、ソース／ドレ
イン金属層としては、Al、Mo、Crなどの金属の単一層または二重層構造が利用される。
【００１９】
　そして、ソース／ドレイン金属層の上に、第2マスクを利用したフォトリソグラフィ工
程でフォトレジストパターンを形成するようにする。この場合、第2マスクとしては、薄
膜トランジスターのチャンネル部に回折露光部を有する回折露光マスクを利用することに
より、チャンネル部のフォトレジストパターンが他のソース／ドレインパターン部より低
い高さを有するようにする。
【００２０】
　続いて、フォトレジストパターンを利用したウェットエッチング工程によって、ソース
／ドレイン金属層がパターニングされることにより、データーライン、ソース電極16、そ
のソース電極16と一体化されたドレイン電極18、ストリッジ電極20を含むソース／ドレイ
ンパターンが形成される。
【００２１】
　次に、同一のフォトレジストパターンを利用したドライエッチング工程によって、不純
物がドーピングされた非晶質シリコン層と非晶質シリコン層とが同時にパターニングされ
ることにより、オーミック接触層12と活性層10とが形成される。
【００２２】
　そして、アッシング(Ashing)工程によって、チャンネル部において相対的に低い高さを
有するフォトレジストパターンが除去された後、ドライエッチング工程によって、チャン
ネル部のソース／ドレインパターン及びオーミック接触層12がエッチングされる。これに
よって、チャンネル部の活性層10が露出されるとともに、ソース電極16とドレイン電極18
は分離される。
【００２３】
　続いて、ストリップ工程によって、ソース／ドレインパターン上に残っているフォトレ
ジストパターンが除去される。
【００２４】
　図2cを参照すると、ソース／ドレインパターンが形成されたゲート絶縁膜8上に、第1保
護膜22が形成されるとともに、その上に第3マスク工程で第1及び第2初期コンタクトホー
ル35,37と透過ホール36とを有し、エンボッシング形状の表面を有する有機膜24が形成さ
れる。
【００２５】
　ソース／ドレインパターンが形成されたゲート絶縁膜8上に、第1保護膜22と有機膜24が
順に形成される。第１保護膜22としては、ゲート絶縁膜8のような無機絶縁物質が、有機
膜24としては、アクリルなどのような感光性有機物質が利用される。
【００２６】
　次に、第3マスクを利用したフォトリソグラフィ工程で有機膜24をパターニングするこ
とにより、第3マスクの透過部に対応して、有機膜24を貫通する第1及び第2オープンホー
ル35,37と透過ホール36とが形成される。この際に、第3マスクは、透過部を除いた残り部
分が、遮断部と回折露光部が繰り返す構造を有し、これに対応して、残っている有機膜24
は、段差を有する遮断領域(突出部)及び回折露光領域(溝部)が繰り返す構造にパターニン
グされる。続いて、突出部及び溝部が繰り返す有機膜24を焼成することにより、有機膜24
の表面がエンボッシング形状を有するようになる。
【００２７】
　図2dを参照すると、エンボッシング形状を有する有機膜24の上に、第2保護膜26が形成
されるとともに、その上に第4マスク工程で反射電極28が形成される。
【００２８】
　エンボッシング表面を有する有機膜24上に、第2保護膜26及び反射金属層がエンボッシ
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ング形状を維持して積層される。第2保護膜26としては、第1保護膜22のような無機絶縁物
質が、反射金属層としては、AlNdなどのような反射率の高い金属が利用される。
【００２９】
　続いて、第4マスクを利用したフォトリソグラフィ工程及びエッチング工程で反射金属
層がパターニングされることにより、各画素に独立した、有機膜24の第1及び第2オープン
ホール35,37と透過ホール36でオープンされた反射電極28が形成される。
【００３０】
　図2eを参照すると、第5マスク工程で反射電極28を覆う第3保護膜30が形成されるととも
に、第1乃至第3保護膜22,26,30を貫通する第1及び第２コンタクトホール34,38が形成され
る。
【００３１】
　反射電極28を覆う第3保護膜30が形成されるとともに、第5マスクを利用したフォトリソ
グラフィ工程及びエッチング工程により、有機膜24の第1及び第2オープンホール35,37に
て第1乃至第3保護膜22,26,30を貫通する第1及び第2コンタクトホール34,38が形成される
。第1及び第2コンタクトホール34,38はそれぞれドレイン電極18とストリッジ上部電極20
とを露出させる。第3保護膜30としては、第2保護膜26のように、無機絶縁物質が利用され
る。
【００３２】
　図2ｆを参照すると、第6マスク工程を利用して、第3保護膜30上に画素電極32が形成さ
れる。
【００３３】
　第3保護膜30上にスパッタリングなどの蒸着方法によって透明導電層が形成されるとと
もに、第6マスクを利用したフォトリソグラフィ工程とエッチング工程により、透明導電
層がパターニングされて、各画素領域に画素電極32が形成される。画素電極32は第1及び
第2コンタクトホール34,38を通じてドレイン電極18及びストリッジ上部電極20と接続され
る。透明導電層としては、インジウム・スズ・酸化物(Indium　Tin　Oxide：ITO)などが
利用される。
【００３４】
　このように、従来の半透過型薄膜トランジスター基板では、6マスク工程で形成される
ため、製造工程が複雑であるという欠点がある。また、従来の半透過型薄膜トランジスタ
ー基板としては、画素電極32と、ドレイン電極18及びストリッジ上部電極20各々との接続
のために、第1及び第2コンタクトホール34,38のマージンを充分に確保しなければならな
い。このため、透過領域の開口率が減少するという問題がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３５】
　本発明の目的は、工程を単純化しながらも透過領域の開口率を増大し得る液晶表示装置
及びその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００３６】
　前記目的を達成するために、本発明の実施形態の液晶表示装置は、第1及び第2基板と；
透明な第1導電層と不透明な第2導電層とが積層された二重構造にて、前記第1基板上に形
成されたゲートラインと；前記ゲートラインの上の第1絶縁膜と；前記ゲートラインと交
差して画素領域を画成するデータラインと；前記ゲートライン及びデータラインと接続さ
れた薄膜トランジスターと；前記画素領域に前記第1導電層で形成された画素電極と；ゲ
ート絶縁膜を間に置きゲートラインと重なってストリッジキャパシターを形成するストリ
ッジ上部電極と；前記トランジスター上の第2絶縁膜から前記第1絶縁膜まで貫通して前記
画素電極を露出させる透過ホールと；前記透過ホールのエッジ部を通じて露出された前記
薄膜トランジスターのドレイン電極及びストリッジ上部電極を前記画素電極と接続させる
反射電極と；前記ゲートラインの第1導電層から伸長されたゲートパッドと；前記第1導電
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層で形成されデータリンクを通じて前記データラインと接続されたデータパッドと；前記
第1及び第2基板間の液晶層とを備え；前記第1及び第2絶縁膜は前記ゲートパッド及びデー
タパッド領域から除去されるようになっていることを特徴とする。
【００３７】
　本発明の実施形態の液晶表示装置の製造方法は、第1及び第2基板を設ける段階と；第1
マスクを利用して透明な第1導電層と不透明な第2導電層とが積層された二重構造を有する
ゲートライン及びゲート電極と、前記第1導電層を有する画素電極を形成する段階と；前
記ライン及び電極らの上に第１絶縁膜を形成する段階と；第2マスクを利用して前記第1絶
縁膜の上に半導体パターンを形成すると共に、データーライン、ソース電極、ドレイン電
極、ストリッジ上部電極を含むソース／ドレインパターンを形成する段階と；第3マスク
を利用して前記ソース／ドレインパターン上に第2絶縁膜を形成し、前記第2絶縁膜から前
記第1絶縁膜まで貫通する透過ホールを透過領域に形成する段階と；第4マスクを利用して
前記透過ホールを通じて前記ドレイン電極及びストリッジ上部電極を前記画素電極と接続
させる反射電極を反射領域に形成する段階と；前記第1及び第2基板の間に液晶層を形成す
る段階とを含む。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明による液晶表示装置及びその製造方法では、二重構造のゲートパターンと、単一
層構造の透明導電パターンをハーフトーンマスク(または回折マスク)を利用して、一つの
マスク工程で形成することにより、工程を単純化できる。また、ハーフトーンマスク(ま
たは回折マスク)工程によって、二重構造ゲートパターンの第1及び第2導電層が階段形態
で一定の段差を有するようになるため、第1及び第2導電層の急傾斜によるソース／ドレイ
ンパターンの断線を防止し得る。
【００３９】
　また、本発明による液晶表示装置及びその製造方法では、有機膜のパターニングの際、
画素電極を露出させる透過ホールを形成し、透過ホールのエッジ部を経由する反射電極で
ドレイン電極及びストリッジ上部電極を画素電極と接続させる。これによって、工程を一
層単純化し得るだけでなく、ドレイン電極及びストリッジ上部電極を画素電極と接続させ
るための別のコンタクトホールが不要になるので、その分透過領域の開口率を増大し得る
。
【００４０】
　また、本発明による液晶表示装置及びその製造方法は、反射電極と同一の金属のコンタ
クト電極により、互いに異なる層に形成されたデーターリンク及びデーターラインを接続
させるとともに、静電気防止素子の薄膜トランジスターを相互接続させる。これによって
、4マスク工程で工程を単純化し得る。
【００４１】
　加えて、本発明による液晶表示装置及びその製造方法は、反射電極及びコンタクト電極
を二重構造に形成し、低コンタクト抵抗を有する第1反射金属層が透明導電層と接続させ
ることによって、コンタクト抵抗を一層減少させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　以下、図3乃至図18bを参照して本発明の望ましい実施例について説明する。
【００４３】
　図3は本発明の実施形態の半透過型薄膜トランジスター基板を図示した平面図であり、
図4は図3に図示された半透過型薄膜トランジスター基板をII－II'、III－III'、IV－IV'
線に沿って切断して図示した断面図である。
【００４４】
　図3と図4に図示された半透過型薄膜トランジスター基板は、下部基板142上にゲート絶
縁膜144を間にはさまれて交差して画素領域を画成するゲートライン102及びデータライン
104、そのゲートライン102及びデータライン104と接続された薄膜トランジスター106、各
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画素の反射領域に形成された反射電極152、各画素領域に形成され、反射電極152を通じて
薄膜トランジスター106と接続された画素電極118を備えている。そして、半透過型薄膜ト
ランジスター基板は、反射電極153を通じて画素電極118に接続されたストリッジ上部電極
122と前端ゲートライン102が重なって形成されたストリッジキャパシター120、ゲートラ
イン102と接続されたゲートパッド128、データライン104と接続されたデータパッド138を
備える。このような半透過型薄膜トランジスター基板で各画素領域は反射電極152が形成
された反射領域と反射電極152が形成されない透過領域に区分される。
【００４５】
　薄膜トランジスター106はゲートライン102と接続されたゲート電極108、データライン1
04と接続されたソース電極110、ソース電極110と向かい合う画素電極118と接続されたド
レイン電極112、ゲート絶縁膜144の間にはさみ込まれ、かつゲート電極108と重なってソ
ース電極110とドレイン電極112の間にチャンネルを形成する活性層114、ソース電極110及
びドレイン電極112とのオーミック接触のためにチャンネル部を除いた活性層114上に形成
されたオーミック接触層116を備える。このような薄膜トランジスター106はゲートライン
102のスキャン信号に応答してデータライン104上のビデオ信号が画素電極118に印加され
て維持されるようにする。
【００４６】
　ここで、ゲートライン102及びゲート電極108は透明導電層101で成る第1導電層101と、
その上に金属層で成る第2導電層103が積層された二重構造を有する。
【００４７】
　そして、活性層114及びオーミック接触層116を含む半導体パターン115はデーターライ
ン104とも重なるように形成される。
【００４８】
　反射電極152は各画素の反射領域に形成されて外部光を反射させる。このような反射電
極152は、その下の有機膜148の形状によってエンボッシング形状を有するようになること
により散乱効果で反射効率を増大させる。反射電極152は第1及び第2反射金属層151,153が
積層された二重構造を有する。第1反射金属層151には透明導電層である画素電極118との
コンタクト抵抗を減少させることができるMoなどのような金属が、第2反射金属層153には
AlNdなどのように反射率が高い金属が利用される。
【００４９】
　画素電極118は、各画素領域に形成され透過ホール154のエッジ部を経由する反射電極15
2を通じてドレイン電極112と接続される。画素電極118は、ゲートライン102の第1導電層1
01のような透明導電層で形成され、透過領域で透過ホール154を通じて露出される。
【００５０】
　画素電極118は、薄膜トランジスターを通じて供給された画素信号によりカラーフィル
ター基板(図示なし)の共通電極と電位差を発生させる。この電位差により誘電異方性を有
する液晶が回転して反射領域と透過領域夫々の液晶層を経由する光の透過率が調節される
ため、前記ビデオ信号によって輝度が異なるようになる。
【００５１】
　透過ホール154は、透過領域で画素電極118上のゲート絶縁膜144と、薄膜トランジスタ
ー106上の保護膜146、有機膜148を貫通して形成される。これによって、反射領域と透過
領域で液晶層を経由する光経路の長さが同一になるので、反射モードと透過モードの透過
効率が同一になるようになる。
【００５２】
　ストリッジキャパシター120は、画素電極118と接続されたストリッジ上部電極122がゲ
ート絶縁膜144を間に置き前端ゲートライン102と重なって形成される。ストリッジ上部電
極122は透過ホール154のエッジ部を経由する反射電極152を通じて画素電極118と接続され
、ストリッジ上部電極122の下には半導体パターン115が更に重なる。
【００５３】
　ゲートライン102はゲートパッド128を通じてゲートドライバー(図示なし)と接続される
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。ゲートパッド128はゲートライン102の第1導電層101が延長されて形成される。
【００５４】
　データライン104は、データパッド138を通じてデータドライバー(図示なし)と接続され
る。データパッド138はゲートパッド128のように第1導電層101で形成される。このような
データパッド138は別のコンタクト電極(図示せず)を通じてデータライン104と接続される
。
【００５５】
　ゲートパッド128及びデータパッド138が形成されたパッド領域では、ゲート絶縁膜144
、保護膜146、有機膜148が除去される。
【００５６】
　このように、本発明の実施形態の半透過型薄膜トランジスター基板では、透過ホール15
4のエッジ部を経由する反射電極152を通じて画素電極118がドレイン電極112及びストリッ
ジ上部電極122と接続される。これによって、画素電極118とドレイン電極112及びストリ
ッジ上部電極122との接続のための別のコンタクトホールが不要になるため、その分だけ
透過領域の開口率を増大し得るようになる。
【００５７】
　そして、反射電極152のうち、透明導電層とのコンタクト抵抗の少ない第1反射金属層15
1が画素電極118と接続されるようになる。これによって、第1反射金属層151にはMoを、第
2反射金属層153にはAlNdを、画素電極118にはITOを利用する場合、AlNdとITOはMoを通じ
てのみ接続するようになるため、Al203生成によるAlNdとITOとのコンタクト抵抗増加を防
止することができるようになる。
【００５８】
　このような構成を有する本発明の実施形態の薄膜トランジスター基板は次の通り5マス
ク工程で形成される。
【００５９】
　図5a及び図5bは、本発明の実施形態の半透過型薄膜トランジスター基板の製造方法のう
ち、第1マスク工程を説明するための平面図と断面図であり、図6a乃至図6eは第1マスク工
程を具体的に説明するための断面図である。
【００６０】
　第1マスク工程において、下部基板142上にゲートライン102、ゲートライン102と接続さ
れたゲート電極108を含むゲートパターンと、ゲートパッド128、データパッド138、画素
電極118を含む透明導電パターンとが形成される。ゲートパターンは、第1及び第2導電層1
01,103が積層された二重構造で、透明導電パターンはゲートパターンの第1導電層101と同
一の単一層で形成される。このように二重構造を有するゲートパターンと、単一層構造を
有する透明導電パターンは、ハーフトーン(Half　Tone)マスクまたは回折マスクを利用す
ることにより一つのマスク工程で形成される。以下ではハーフトーンマスクを利用した場
合だけを例示して説明することにする。
【００６１】
　具体的に、図6aに図示されたように、下部基板142の上にスパッタリング方法などの蒸
着方法により、第1及び第2導電層101,103が積層されるとともに、その上にフォトレジス
ト167が形成される。第1導電層101としては、ITO、TO、TZOなどのような透明導電物質が
、第2導電層103としては、Mo、Ti、Cu、Al(Nd)系などの金属物質が利用される。
【００６２】
　次に、ハーフトーンマスク260を利用したフォトリソグラフィ工程で、フォトレジスト1
67を露光及び現象することにより、図6bに図示されるように、段差を有するフォトレジス
トパターン168が形成される。
【００６３】
　ハーフトーンマスク260は、透明な石英（SiO2；Quartz）基板266と、その上に形成され
た遮断層262及び部分透過層264を備える。部分透過層264と重なる遮断層262はゲートパタ
ーンが形成される領域に位置して紫外線UVを遮断することにより現象後に第1フォトレジ
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ストパターン268Aが残るようにする。遮断層262と重ならない部分の透過層264は透明導電
パターンが形成される領域に位置して紫外線UVを部分的に透過させることにより現象後に
第1フォトレジストパターン268Aより薄い第2フォトレジストパターン268Bが残るようにす
る。このために、遮断層262はCr、CrOxなどのような金属で、部分透過層264はMoSixなど
で形成される。
【００６４】
　続いて、段差を有するフォトレジストパターン268を利用したエッチング工程において
、第1及び第2導電層101,103をパターニングすることにより、図6cに図示される通り、二
重構造のゲートパターンと、その上に第2導電層103が残っている透明導電パターンが形成
される。
【００６５】
　次に、酸素（O２）プラズマを利用したアッシング工程により、フォトレジストパター
ン268をアッシングすることにより、図6dに図示されるように、第1フォトレジストパター
ン268Aは厚さが薄くなり、第2フォトレジストパターン268Bは除去される。そして、アッ
シングされた第1フォトレジストパターン268Aを利用したエッチング工程で透明導電パタ
ーン上の第2導電層103が除去される。この際、アッシングされた第1フォトレジストパタ
ーン268Aに従ってパターニングされた第2導電層103の両側部がもう一度更にエッチングさ
れることによりゲートパターンの第1及び第2導電層101,103は階段形態で一定の段差を有
するようになる。これによって、第1及び第2導電層101,103の側面部が高い急傾斜を有す
る場合、その上で発生し得るソース／ドレイン金属層の断線不良を防止できることとなる
。
【００６６】
　そして、ストリップ工程でゲートパターン上に残存していた第1フォトレジストパター
ン268Aが図6eに図示される通りに除去される。
【００６７】
　図7a及び図7bは、本発明の実施形態の薄膜トランジスター基板の製造方法のうち、第2
マスク工程を説明するための平面図と断面図であり、図8a乃至図8eは、第2マスク工程を
具体的に説明するための断面図である。
【００６８】
　ゲートパターンと画素電極118とが形成された下部基板142の上に、ゲート絶縁膜144が
形成され、その上に第2マスク工程でデーターライン104、ソース電極110、ドレイン電極1
12、ストリッジ上部電極122を含むソース／ドレインパターンと、ソース／ドレインパタ
ーンの背面に沿って重なる活性層114及びオーミック接触層116を含む半導体パターン115
が形成される。このような半導体パターン115とソース／ドレインパターンは回折露光マ
スクを利用した一つのマスク工程で形成される。
【００６９】
　具体的に、図8aのように、ゲートパターンが形成された下部基板142の上に、ゲート絶
縁膜144、非晶質シリコン層105、不純物(ｎ＋またはｐ＋)がドーピングされた非晶質シリ
コン層107、ソース／ドレイン金属層109が順に形成される。例えば、ゲート絶縁膜144、
非晶質シリコン層105、不純物がドーピングされた非晶質シリコン層107はPECVD方法によ
り、ソース／ドレイン金属層109はスパッタリング方法により形成される。ゲート絶縁膜1
44には酸化シリコンSiOx、窒化シリコンSiNxなどのような無機絶縁物質が、ソース／ドレ
イン金属層109にはCr、Mo、MoW、Al／Cr、Cu、Al(Nd)、Al／Mo、Al(Nd)／Al、Al(Nd)／Cr
、Mo／Al(Nd)／Mo、Cu／Mo、Ti／Al(Nd)／Tiなどが利用され、二重層が例えばAl／Crであ
る場合、Crを先ず形成した後にAlを形成することとなる。
　そして、ソース／ドレイン金属層109上にフォトレジスト219が塗布された後、回折露光
マスク310を利用したフォトリソグラフィ工程でフォトレジスト219を露光及び現象するこ
とにより、図8bに図示される通りに、段差を有するフォトレジストパターン220が形成さ
れる。
【００７０】
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　回折露光マスク210は、透明な石英基板212と、その上にCr、CrOxなどのような金属層で
形成された遮断層214及び回折露光用スリット216を備える。遮断層214は半導体パターン
及びソース／ドレインパターンが形成される領域に位置して紫外線を遮断することにより
現象後に第1フォトレジストパターン220Aが残るようにする。回折露光用スリット216は薄
膜トランジスターのチャンネルが形成される領域に位置して紫外線を回折させることによ
り現象後に第1フォトレジストパターン220Aより薄い第2フォトレジストパターン220Bが残
るようにする。
【００７１】
　続いて、段差を有するフォトレジストパターン220を利用したエッチング工程において
、ソース／ドレイン金属層109がパターニングされることにより、図8cに図示されるよう
に、ソース／ドレインパターンと、その下の半導体パターン115とが形成される。この場
合、ソース／ドレインパターンのうちソース電極110とドレイン電極112は一体化された構
造を有する。
【００７２】
　次に、酸素（O2）プラズマを利用したアッシング工程によってフォトレジストパターン
220をアッシングすることにより、図8dに図示されたように、第1フォトレジストパターン
220Aは薄くなり、第2フォトレジストパターン220Bは除去される。そして、アッシングさ
れた第1フォトレジストパターン220Aを利用したエッチング工程において、第2フォトレジ
ストパターン220Bの除去で露出されたソース／ドレインパターンと、その下のオーミック
接触層116が除去されることによりソース電極110とドレイン電極112は分離され活性層114
が露出される。これによって、ソース電極110とドレイン電極112の間には活性層114から
成るチャンネルが形成される。この際に、アッシングされた第1フォトレジストパターン2
20Aに従ってソース/ドレインパターンの両側部が一度更にエッチングされることによりソ
ース／ドレインパターンと半導体パターン115は階段形態で一定の段差を有するようにな
る。
【００７３】
　そして、ストリップ工程でソース／ドレインパターンの上に残存していた第1フォトレ
ジストパターン220Aが図8eに示す通り除去される。
【００７４】
　図9a及び図9bは、本発明の実施形態の薄膜トランジスター基板の製造方法のうち、第3
マスク工程を説明するための平面図と断面図であり、図10a乃至図10ｃは、第3マスク工程
を段階的に説明するための断面図である。
【００７５】
　第3マスク工程でソース／ドレインパターンが形成されたゲート絶縁膜144上に透過領域
で透過ホール154を有する保護膜146及び有機膜148が形成される。
【００７６】
　図10aを参照すると、ソース／ドレインパターンが形成されたゲート絶縁膜144の上に、
PECVDなどの蒸着方法で保護膜146が形成される。保護膜146としては、ゲート絶縁膜144の
ような無機絶縁物質が利用される。
【００７７】
　図10bを参照すると、反射領域でエンボッシング表面を有し、透過領域で透過ホール154
を有する有機膜148が保護膜146の上に形成される。具体的には、有機膜148はアクリルな
どのような感光性有機物質をスピンコーティング方法で保護膜146上にコーティングする
ことにより形成される。
【００７８】
　次に、第3マスクを利用したフォトリソグラフィ工程で有機膜148をパターニングするこ
とにより、第3マスクの透過部に対応して、透過領域で有機膜148を貫通する透過ホール15
4が形成され、ゲートパッド128及びデータパッド138が形成されたパッド領域の有機膜148
が除去される。
【００７９】
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　また、第3マスクで透過部を除いた残り部分が、遮断部と回折露光部(または半透過部)
が繰り返す構造を有し、これに対応して、有機膜148は反射領域で段差を有する遮断領域(
突出部)及び回折露光領域(溝部)が繰り返す構造でパターニングされる。続いて、突出部
及び溝部が繰り返えされた有機膜148を塑性することにより反射領域で有機膜148の表面は
エンボッシング形状を有するようになる。
【００８０】
　図10cを参照すると、有機膜148をマスクに利用して、その下の保護膜146及びゲート絶
縁膜144をパターニングすることにより、透過ホール154はゲート絶縁膜144まで貫通する
ようになり、パッド領域の保護膜146及びゲート絶縁膜144が除去される。この場合、透過
ホール154を通じて露出されたドレイン電極112及びストリッジ上部電極122とその下の半
導体パターン115もエッチングされる。ここで、エッチング速度の差異に因りドレイン電
極112及びストリッジ上部電極122とその下の半導体パターン115よりゲート絶縁膜144のエ
ッジ部がやや突出された構造を有するようになる。このような透過ホール154は画素電極1
18の第2導電層103を露出させ、そのエッジ部はドレイン電極112及びストリッジ上部電極1
22の側面を露出させる。
【００８１】
　図11a及び図11bは、本発明の実施形態の薄膜トランジスター基板の製造方法のうち第４
マスク工程を説明するための平面図と断面図である。
【００８２】
　第4マスク工程において各画素の反射領域に反射電極153が形成される。
【００８３】
　具体的に、エンボッシング表面を有する有機膜148の上に反射金属層がエンボッシング
形状を維持して形成される。反射金属層はMoなどのように画素電極118とのコンタクト抵
抗の少ない第1反射金属層151と、AlNdなどのように反射率の高い第2反射金属層153が積層
された二重構造に形成される。続いて、第4マスクを利用したフォトリソグラフィ工程及
びエッチング工程で、第1及び第2反射金属層151,153がパターニングされることにより、
各画素の反射領域ごとに反射電極152が形成される。このような反射電極152は透過ホール
154のエッジ部を経由して、ドレイン電極112と画素電極118とを接続させて、ストリッジ
上部電極122と画素電極118とを接続させる。これによって、画素電極118とドレイン電極1
12及びストリッジ上部電極122との接続のための別のコンタクトホールが不要になるので
、透過領域の開口率を増大させることができるようになる。また、反射電極152のうち第1
反射金属層151が透明導電層である画素電極118と接続されるため、コンタクト抵抗を減少
させることができるようになる。
【００８４】
　このように、本発明の実施形態の半透過型薄膜トランジスター基板の製造方法は、画素
電極118をハーフトーンまたは回折マスクを利用してゲートパターンのように形成し、反
射電極152に画素電極118とドレイン電極112及びストリッジ上部電極122を接続させること
により一つのマスク工程を減らすことができるようになる。
【００８５】
　図12は、本発明の実施形態の半透過型薄膜トランジスター基板の周辺部を概略的に図示
したものである。
【００８６】
　図12に図示された半透過型薄膜トランジスター基板100は、ゲートパッド128と同一層に
形成されたデータパッド138をデータライン104と接続させるためのコンタクト電極160を
備える。言い換えると、コンタクト電極160はデータパッド138から伸長されたデータリン
ク136とデータライン104を接続させる。ここで、コンタクト電極160をアクティブ領域182
に形成される反射電極152と同一の金属層AlNd、AlNd／Moで形成することにする。このよ
うなコンタクト電極160は外部へ露出する場合、酸化作用で腐蝕する問題があるため、シ
ーリング材180により密封される領域、即ち、シーリング材180とアクティブ領域182との
間に位置して腐蝕を防止することができる。
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【００８７】
　また、薄膜トランジスター基板100は、アクティブ領域182に流入される静電気を遮断す
るための静電気防止素子190を備える。静電気防止素子190は、データライン104またはゲ
ートライン102と接続され、相互接続関係を有する多数個の薄膜トランジスター300,310,3
20で構成される。静電気防止素子190は静電気などによる高電圧領域では低いインピーダ
ンスを有するため、過電流が放電されるようにすることにより静電気の流入を遮断し、正
常的な駆動環境では高いインピーダンスを有するため、データライン104またはゲートラ
イン102を通じて供給される駆動信号には影響を与えないようにする。このような静電気
防止素子190は薄膜トランジスター300,310,320を相互接続させるために多数のコンタクト
電極を必要とする。このような多数のコンタクト電極も反射電極152と同一の金属層（AlN
d、AlNd／Mo）で形成されることとなる。これによって、静電気防止素子190もシーリング
材180により密封される領域、即ち、シーリング材180とアクティブ領域182との間に形成
される。
【００８８】
　図13は、図12に図示されたデータライン104と接続されたコンタクト電極160及び静電気
防止素子190を具体的に図示した平面図であり、図14は図13に図示された薄膜トランジス
ター基板をＶ－Ｖ'、VI－VI'線に沿って切断して図示した断面図である。
【００８９】
　図13と図14に図示されたデータリンク136は、データパッド138から延長されてシーリン
グ材180で密封される領域に位置するデータライン104の末端部分と重なる。データリンク
136はデータパッド138と同様に第1導電層101である透明導電層でのみ形成される。
【００９０】
　第1コンタクト電極160は、データリンク136とデータライン104との重なる部分に形成さ
れた第1コンタクトホール162にかけて形成されて、データライン104及びデータリンク136
を接続させる。第1コンタクトホール162は、有機膜148から保護膜146、データライン104
、半導体パターン115、ゲート絶縁膜144まで貫通してデータリンク136を露出させる。こ
れによって、第1コンタクト電極160は第1コンタクトホール162を通じて露出されたデータ
ライン104と側面接続され、データリンク136とは面接続するようになる。データライン10
4と接続された静電気防止素子は第2乃至第4薄膜トランジスター300,310,320を備える、
【００９１】
　第2薄膜トランジスター300は、データライン104と接続された第2ソース電極304と、そ
の第2ソース電極304と対向する第2ドレイン電極306と、第2ソース及びドレイン電極304,0
6と半導体パターン115及びゲート絶縁膜144の間にはさみ込まれ、かつ重なる第2ゲート電
極302を備える。ここで、第2ゲート電極302は第1及び第2導電層101,103の二重構造を有す
る。
【００９２】
　第3薄膜トランジスター310は、第2薄膜トランジスターの第2ソース電極304と第2ゲート
電極302との間にダイオード型で接続される。このために、第3薄膜トランジスター310は
、前記第2ソース電極304と接続された第3ソース電極314と、その第3ソース電極314と対向
する第3ドレイン電極316と、その第3ソース及びドレイン電極314,316と半導体パターン11
5及びゲート絶縁膜144を間に置き重なる第3ゲート電極312とを備える。ここで、第3ゲー
ト電極312は第1及び第2導電層101,103の二重構造を有する。そして、第3ゲート電極312は
、第2コンタクトホール340にかけて形成された第2コンタクト電極332を通じて第3ソース
電極314と接続される。第2コンタクトホール340は、有機膜148、保護膜146、第3ソース電
極314、半導体パターン115、ゲート絶縁膜144、第3ゲート電極312の第2導電層103を貫通
して第3ゲート電極312の第1導電層101を露出させる。
【００９３】
　第4薄膜トランジスター320は、前記第2薄膜トランジスターの第2ドレイン電極306と第2
ゲート電極302との間にダイオード型で接続される。このために、第4薄膜トランジスター
320は、前記第2ドレイン電極306と接続された第4ソース電極324と、その第4ソース電極32
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4と対向された第4ドレイン電極326と、その第4ソース及びドレイン電極324,326と半導体
パターン115及びゲート絶縁膜144の間にはさみ込まれ、かつ重なる、第4ゲート電極322と
を備える。ここで、第4ゲート電極322は第1及び第2導電層101,103の二重構造を有する。
第4ドレイン電極326は、第3ドレイン電極316と接続され、第3コンタクトホール344に亘っ
て形成された第3コンタクト電極334を通じて第2ゲート電極302と接続される。また、第4
ゲート電極322は第4コンタクトホール348に亘って形成された第4コンタクト電極336を通
じて第4ソース電極324と接続される。第3コンタクトホール344は、有機膜148、保護膜146
、第4ドレイン電極326、半導体パターン115、ゲート絶縁膜144、第2ゲート電極302の第1
導電層103を貫通して形成され、第4コンタクトホール348は有機膜148、保護膜14、第4ソ
ース電極324、半導体パターン115、ゲート絶縁膜144、第4ゲート電極322の第1導電層103
を貫通して形成される。
【００９４】
　ここで、第1乃至第4コンタクト電極160,332,334,336は前述した通り、反射電極152と同
一に第1及び第2反射金属層151,153が積層された二重構造を有する。これによって、第1乃
至第4コンタクト電極160,332,334,336の第1反射金属層151が透明導電層である第1導電層1
03と接続されるため、コンタクト抵抗を減少させることができる。
【００９５】
　このような構造を有する半透過型薄膜トランジスター基板は、前述した通り、4マスク
工程で形成される。これを図15a乃至図19bを参照して説明する。
【００９６】
　図15a及び図15bを参照すると、第1マスク工程で下部基板142上にデータパッド138と共
にデータリンク136、第2乃至第4ゲート電極302,312,322を含むゲートパターンが形成され
る。ここで、データパッド138及びデータリンク136は、第1導電層101である透明導電層だ
けで形成され、第2乃至第4ゲート電極302,312,322を含むゲートパターンは第1及び第2導
電層101,103が積層された二重構造を有する。このような第1マスク工程は、図5a乃至図6e
で前述した通り、ハーフトーンマスク(または回折マスク)を利用する。
【００９７】
　図16a及び図16bを参照すると、第2マスク工程でゲート絶縁膜144と、活性層114及びオ
ーミック接触層116を含む半導体パターン115と、データライン104、第2乃至第4ソース電
極304,314,324、第2乃至第4ドレイン電極306,316,326を含むソース／ドレインパターンが
形成される。このような第2マスク工程は、図7a乃至図8eで前述した通りである。
【００９８】
　図17a及び図17bを参照すると、第3マスク工程で保護膜146及び有機膜148が形成され、
有機膜148からゲート絶縁膜144まで貫通する第1コンタクトホール162と、第2乃至第3ゲー
ト電極の第2導電層103まで貫通する第2乃至第4コンタクトホール340,344,348が形成され
る。このような第3マスク工程は図9a乃至図10cで前述した通りである。この場合、有機膜
148はパッド領域では除去され、画素領域のように反射電極152が形成されない部分ではエ
ンボッシング表面を有しない。
【００９９】
　図18a及び図18bを参照すると、第4マスク工程で反射電極152と同一である二重構造の第
1乃至第4コンタクト電極160,332,334,336が形成される。このような第4マスク工程は、図
11a及び図11bで前述した通りである。
【０１００】
　以上説明した内容を通じて、当業者であれば本発明の技術思想を逸脱しない範囲で多様
な変更及び修正が可能であることが分る。従って、本発明の技術的範囲は明細書の詳細な
説明に記載された内容に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載により定められ
るべきものである。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】従来の半透過型液晶パネルの一部分を図示した断面図である。
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【図２ａ】図1に図示された半透過型薄膜トランジスター基板の製造法を段階的に説明す
るための断面図である。
【図２ｂ】図1に図示された半透過型薄膜トランジスター基板の製造法を段階的に説明す
るための断面図である。
【図２ｃ】図1に図示された半透過型薄膜トランジスター基板の製造法を段階的に説明す
るための断面図である。
【図２ｄ】図1に図示された半透過型薄膜トランジスター基板の製造法を段階的に説明す
るための断面図である。
【図２ｅ】図1に図示された半透過型薄膜トランジスター基板の製造法を段階的に説明す
るための断面図である。
【図２ｆ】図1に図示された半透過型薄膜トランジスター基板の製造法を段階的に説明す
るための断面図である。
【図３】本発明の実施形態の半透過型薄膜トランジスター基板を部分的に図示した平面図
である。
【図４】図３に図示された半透過型薄膜トランジスター基板をII－II'、III－III'、IV－
IV'線に沿って切断して図示した断面図である。
【図５ａ】本発明の実施形態の半透過型薄膜トランジスター基板の第1マスク工程を説明
するための平面図である。
【図５ｂ】本発明の実施形態の半透過型薄膜トランジスター基板の第1マスク工程を説明
するための断面図である。
【図６ａ】本発明の第1マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図６ｂ】本発明の第1マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図６ｃ】本発明の第1マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図６ｄ】本発明の第1マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図６ｅ】本発明の第1マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図７ａ】本発明の実施形態の半透過型薄膜トランジスター基板の第2マスク工程を説明
するための平面図である。
【図７ｂ】本発明の実施形態の半透過型薄膜トランジスター基板の第2マスク工程を説明
するための断面図である。
【図８ａ】本発明の第2マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図８ｂ】本発明の第2マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図８ｃ】本発明の第2マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図８ｄ】本発明の第2マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図８ｅ】本発明の第2マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図９ａ】本発明の実施形態の半透過型薄膜トランジスター基板の第3マスク工程を説明
するための平面図である。
【図９ｂ】本発明の実施形態の半透過型薄膜トランジスター基板の第3マスク工程を説明
するための断面図である。
【図１０ａ】本発明の第3マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図１０ｂ】本発明の第3マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図１０ｃ】本発明の第3マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図１１ａ】本発明の実施形態の半透過型薄膜トランジスター基板の第4マスク工程を説
明するための平面図である。
【図１１ｂ】本発明の実施形態の半透過型薄膜トランジスター基板の第4マスク工程を説
明するための断面図である。
【図１２】本発明の実施形態の半透過型トランジスター基板の周辺部を主に概略的に図示
した平面図である。
【図１３】図12に図示されたデータライン及びデータリンクのコンタクト領域と静電気防
止素子領域を具体的に図示した平面図である。
【図１４】図13に図示された半透過型薄膜トランジスター基板をＶ－Ｖ'、VI－VI'線に沿
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って切断して図示した断面図である。
【図１５ａ】図14に図示された半透過型薄膜トランジスター基板の第1マスク工程を説明
するための平面図である。
【図１５ｂ】図14に図示された半透過型薄膜トランジスター基板の第1マスク工程を説明
するための断面図である。
【図１６ａ】図14に図示された半透過型薄膜トランジスター基板の第2マスク工程を説明
するための平面図である。
【図１６ｂ】図14に図示された半透過型薄膜トランジスター基板の第2マスク工程を説明
するための断面図である。
【図１７ａ】図14に図示された半透過型薄膜トランジスター基板の第3マスク工程を説明
するための平面図である。
【図１７ｂ】図14に図示された半透過型薄膜トランジスター基板の第3マスク工程を説明
するための断面図である。
【図１８ａ】図14に図示された半透過型薄膜トランジスター基板の第４マスク工程を説明
するための平面図である。
【図１８ｂ】図14に図示された半透過型薄膜トランジスター基板の第４マスク工程を説明
するための断面図である。
【符号の説明】
【０１０２】
　2，14２：下部基板　　　　　　　　　　　　　　　　
　4，102：ゲートライン
　6，108，302，312，322：ゲート電極　　　　　　　
　8，144：ゲート絶縁膜
　10，114：活性層　　　　　　　　　　　　　　　
　12，116：オーミック接触層
　16，110，304，314，324：ソース電極　　　　　　
　20，112，306，316，326：ドレイン電極
　20，122：ストリッジ上部電極　　　　　　　　　　
　22，26，30，146：保護膜
　24，148：有機膜
　28，152：反射電極　　　　　　　　　　　　　　　
　32，118：画素電極
　34，38，162，340，344，348：コンタクトホール
　35，37：開口部　　　　　　　　　　　　　　　　　
　36，154：透過ホール
　52：上部基板　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　54：カラーフィルター　
　56：共通電極　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　100：薄膜トランジスター基板
　101：第1導電層　　　　　　　　　　　　　　　　　
　108：第2導電層　
　113：第3導電層　　　　　　　　　　　　　　　　　
　106，300，310，320：薄膜トランジスター　　　　　
　115：半導体パターン
　128：ゲートパッド　　　　　　　　　　　　　　　　　136：データリンク
　138：データパッド　　　　　　　　　　　　　　　　
　151：第1反射金属層
　160，262，332，334，336：コンタクト電極　　　　　
　180：シーリング材
　182：アクティブ領域　　　　　　　　　　　　　　　　　



(19) JP 4268956 B2 2009.5.27

10

　190：静電気防止素子
　210：回折露光マスク　　　　　　　　　　　　　　　　
　212，266：石英基板
　214，262：遮断層　　　　　　　　　　　　　　　　　
　216：スリット
　219，167：フォトレジスト　　　　　　　　　　　
　105：非晶質シリコン層　　
　107：不純物ドーピングされた非晶質シリコン層　　　　　
　109：ソース／ドレイン金属層　　　　　　　　　　　　　
　168，220：フォトレジストパターン　　　　　　　
　153：第2反射金属層
　168A，220A：第1フォトレジストパターン　　　　
　260：ハーフトーンマスク
　168B，220B：第2フォトレジストパターン　　　　
　264：部分透過層

【図１】 【図２ａ】
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【図２ｂ】 【図２ｃ】

【図２ｄ】 【図２ｅ】
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【図２ｆ】 【図３】

【図４】 【図５ａ】
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【図５ｂ】 【図６ａ】

【図６ｂ】 【図６ｃ】
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【図６ｄ】 【図６ｅ】

【図７ａ】 【図７ｂ】
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【図８ａ】 【図８ｂ】

【図８ｃ】 【図８ｄ】
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【図８ｅ】 【図９ａ】

【図９ｂ】 【図１０ａ】
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【図１０ｂ】 【図１０ｃ】

【図１１ａ】 【図１１ｂ】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５ａ】
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【図１５ｂ】 【図１６ａ】

【図１６ｂ】 【図１７ａ】
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【図１７ｂ】 【図１８ａ】

【図１８ｂ】
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